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(57) Abstract: A method for grinding a semiconductor wafer, wherein the semiconductor wafer is machined in a material-removing
manner by means of a grinding tool containing grinding teeth having a height h while supplying a cooling medium into a contact region
between the rotating semiconductor wafer and the grinding tool, wherein, at each instant of the grinding operation, a first coolant flow
is applied to a first region on one side of the semiconductor wafer by means of one or more nozzles, and wherein, at each instant of
the grinding operation, a second coolant flow is applied to a second region on the one side of the semiconductor wafer by means of
one or more nozzles, characterized in that the first region is delimited by the right lower quadrant of the semiconductor wafer and the
second region is delimited by the left lower quadrant, and the quotient of the first coolant flow and the sum of the first and second
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coolant flow is not greater than 35% and not less than 25%.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Schleifen einer Halbleiterscheibe, wobei die Halbleiterscheibe mittels eines Schleifwerkzeugs
enthaltend Schleifzdhne mit einer Hohe h unter Zufiihrung eines Kithimediums in einen Kontaktbereich zwischen der sich drehenden
Halbleiterscheibe und dem Schleifwerkzeug Material abtragend bearbeitet werden, wobei zu jedem Zeitpunkt des Schleifens ein erster
Kiihlmittelfluss auf einen ersten Bereich auf einer Seite der Halbleiterscheibe mittels einer oder mehrerer Diisen aufgebracht wird, und
wobei zu jedem Zeitpunkt des Schleifens ein zweiter Kiihlmittelfluss auf einen zweiten Bereich auf der einen Seite der Halbleiterscheibe
mittels einer oder mehrerer Diisen aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Bereich begrenzt wird durch den rechten
unteren Quadranten der Halbleiterscheibe und der zweite Bereich begrenzt wird durch den linken unteren Quadranten und der Quotient
aus dem ersten Kiihlmittelfluss und der Summe des ersten und zweiten Kithimittelflusses nicht grofer ist als 35% und nicht kleiner
ist als 25%.



